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(57) Abstract: The invention relates to a sensor device (1), in 
4 	 5 	1 	g 	 particular a TOF and/or CCD sensor device for a 3-D camera 

sensor, which device comprises at least one analogue and one 
digital circuit component and one A-D converter (8) for = = .9inimmii w 
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circuit component is designed as a sensor unit (3) for 
detecting optical radiation and one of the modules of the 
digital circuit component is designed as a signal processing 

= 

1-1 

■ • • C 

unit for processing digital signals. In order to facilitate an 
improved integration in application-based sensor units, the 
circuit 	components 	including 	the 	A-D 	converter 	are 

9 	integrated as an integrated circuit in a chip and the chip is 
manufactured 	as 	a 	semiconductor 	structure 	in 	1-poly 
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(57) Abstract: The invention relates to a sensor device (1), in 
particular a TOF and/or CCD sensor device for a 3-D camera 
sensor, which device comprises at least one analogue and one 
digital circuit component and one A-D converter (8) for 
converting analogue signals of the analogue circuit 
component into digital signals for the digital circuit 
component (2) and vice versa, wherein the analogue circuit 
component and the digital circuit component each comprise 
at least one module for electronically carrying out one 
function, and wherein one of the modules of the analogue 
circuit component is designed as a sensor unit (3) for 
detecting optical radiation and one of the modules of the 
digital circuit component is designed as a signal processing 
unit for processing digital signals. In order to facilitate an 
improved integration in application-based sensor units, the 
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— 	vor Ablauf der far Anderungen der Anspriiche geltenden 	— 	das Anmeldedatum der internationalen Anmeldung ist 
Frist; 	Verbffentlichung 	wird 	wiederholt, 	falls 	innerhalb 	von 	zwei 	Monaten 	nach 	Ablauf 	der 
Anderungen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h) 	Prioritiitsfrist (Regel 26bis.3) 

wird eine Sensorvorrichtung (1), insbesondere TOF- bzw. CCD-Sensorvorrichtung ftir einen 3-D-Kamerasensor, die wenigstens 
eine analoge und eine digitale Schaltkreiskomponente sowie einen A/D-Wandler (8) zum Wandeln analoger Signale der analogen 
Schaltkreiskomponente in digitale Signale far die digitale Schaltkreiskomponente (2) und umgekehrt aufweist, wobei die analoge 
Schaltkreiskomponente sowie die digitale Schaltkreiskomponente jeweils wenigstens ein Modul zur elektronischen Ausfahrung 
einer Funktion umfassen, und wobei eines der Module der analogen Schaltkreiskomponente als Sensoreinrichtung (3) zur 
Detektion optischer Strahlung und eines der Module der digitalen Schaltkreiskomponente als Signalverarbeitungseinrichtung zur 
Verarbeitung digitaler Signale ausgebildet ist. Urn eine verbesserte Integration in anwendungsbasierte Sensoreinrichtungen zu 
ermoglichen, sind die Schaltkreiskomponenten einschlieBlich dem A/D-Wandler als integrierter Schaltkreis in einem Chip 
integriert und der Chip als Halbleiterstruktur in 1-Poly-Technologie gefertigt. 
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